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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成29年2月16日(2017.2.16)

【公表番号】特表2016-506620(P2016-506620A)
【公表日】平成28年3月3日(2016.3.3)
【年通号数】公開・登録公報2016-013
【出願番号】特願2015-547452(P2015-547452)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  27/146    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  29/786    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/336    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/28     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  31/10     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   27/14     　　　Ｃ
   Ｈ０１Ｌ   29/78     ６１８Ｂ
   Ｈ０１Ｌ   29/78     ６１９Ａ
   Ｈ０１Ｌ   29/78     ６１３Ｚ
   Ｈ０１Ｌ   29/78     ６１８Ｚ
   Ｈ０１Ｌ   29/78     ６２６Ｃ
   Ｈ０１Ｌ   21/28     ３０１Ｂ
   Ｈ０１Ｌ   31/10     　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成28年12月27日(2016.12.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】手続補正書
【補正対象項目名】手続補正３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３１】
　ここで、金属酸化物層４０がＴＦＴ４２とＰＩＮダイオード２０の間の透明なコンタク
ト層として役立つ点に留意する必要がある。透明な接点（ＴＦＴ４２とフォトダイオード
２０間の金属酸化物層４０）は、金属酸化物エッチマスク（４回目のマスク工程）、エッ
チストップマスク（５回目のマスク工程）およびＳ／Ｄ電極エッチマスク（６回目のマス
ク工程）を通して作製される。このように、フォトダイオード２０の透明なトップ電極を
形成するにあたって更なる堆積またはマスキング工程を必要としない。
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